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 論文審査の結果の要旨
 CeSlκはシリコン濃度1.60≦劣≦2・00の範囲で4-丁賂12型構造が安定に保持される性質を
 もった金属間化合物である。本論文ではこの系のCeイオンの4f電子にもとずく磁気的ふるま
 いがSi濃度で特異な変化をすることを見出し,磁気的熱的灘定の解析より,その起因が詳細に
 考察されている。発見された特異なふるまいはCeSiκが生.85盛ん≦2.ooの範囲では絶対零度で
 非磁性的基底状態をもつのに対し,!.60≦劣≦!.80の範囲では沁K附近で磁気秩序状態への転
 移がみられることである。
 穽磁性的基底状態を示すi.85≦κ≦2.00の組成では電子比熱係数γが異常に大きな値をも
 ち,また低温度域では帯磁率κが温度丁の2乗に比例する。これらのふるまいは価数揺動状態
 の非磁性的基底状態が示すふるまいと定性的に類似である。一方三.60≦∬≦L80の組成のもの
 は,いずれも10K附近で帯磁率は発散し,対応して比熱も10K陶近で鋭い山を示す。CeSl、の結
 晶場は正方または斜方対称で,Ceイオンの4∫準位は3つの二重項に分裂していると考えられ
 るが,磁気転移に伴うエントロピーの値は,二重項基底状態から期待される値の数10%内外で
 あることが見出された。また,磁気秩序状態での磁化灘定より求めた飽和磁化も二重項のどれ
 をとっても期待される値の約半分程度であることを鯛らかにした。
 本研究ではこれらの結果を近藤効果と4fスピン間の相互作用が共存競合した系であるという
 モデルで解析している。CeSi。系ではSi濃度が4f準位とフェルミ準位の相対位躍を制御してい
 ると考えられるが,これによって近藤効果と相互作用の優劣が決る。すなわち1.85≦x≦2.OO
 の濃度範囲では近藤効果が勝って非磁性的基底状態が形成され1.60≦鑑≦1.80では相互作用が
 勝って非磁性基底状態が完全に形成される前に磁気転移を起す。しかし,近藤効果も共存する
 ために,秩序状態の磁気エントロピーと磁化が共に小さくなっているというモデルである。現
 在,すべての4{イオンの位置で近藤効果が起っているde盤eKondo状態の理論はないが,孤立
 不純物の近藤効果の理論を用いると,種々の物理量から算出した近藤温度が濃度Xと共になめ
 らかに増大する傾向がみられ,以上のモデルの正当性を支持している。1.85≦κ≦2.00ではス
 ピンゆらぎ効果とよく似たふるまいをも示しているが,簡単なスピンゆらぎ効果では完全に記
 述できないことが分ったが,denseKondo状態とスピンゆらぎ状態の関係につき一つの示唆を
 与えるものとして興味深い。
 以上の考察が正しければ,CeSi。系は強磁性denseKondo系としては最初の例であり,全く
 新しい問題を提起している点でも本研究は高く評価できる。本研究を通し八島秀夫は自立して
 研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することが示された。よって八島秀夫提出
 の論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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